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Wide Bandgap fur die 5G-Infrastruktur

650-V-CoolSiC in modernen Telekommunikations-
SMPS
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Bild 1: Die gemessenen Wirkungsgrade fiir verschiedene Gerdtetechnologien

Im Zuge des Aufbaus der 5G-Infrastruktur profitieren

elektroniknet.de

Telekommunikationsumrichter-Anwendungen der neuesten Generation
erheblich von den Eigenschaften und der Leistung der CoolSiC-
Technologie. Sie ermaglicht die Realisierung duRerst zuverléassiger,

robuster und effizienter Designs.
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